
 

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航 | 常见问题  

国家科技成果网 

京ICP备07013945号

【繁体中文】【设为首页】【加入收藏】

首         页   成 果 ｜ 机 构 ｜ 登 记 ｜ 资 讯 ｜ 政 策 ｜ 统 计 ｜ 会 展 ｜ 我要技术｜ 项目招商｜ 广泛合作  

科技频道   节能减排｜ 海洋技术｜ 环境保护｜ 新药研发｜ 新能源｜ 新材料｜ 现代农业｜ 生物技术｜ 军民两用｜ IT技术 

国科社区   博 客 ｜ 技术成果｜ 学术论文｜ 行业观察｜ 科研心得｜ 资料共享｜ 时事评论｜ 专题聚焦｜ 国科论坛 

国防科工｜ 航空航天｜ 计算机与网络｜ 汽车与车辆｜ 船艇｜ 新材料与新工艺 能源与环保｜ 光机电｜ 通信 

专题资讯 

当前位置：科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 降低绝缘体上的硅晶体管源漏串联电阻的结构及实现方法

     请输入查询关键词 科技频道  

成果摘要： 

  该发明提出了一种降低全耗尽绝缘体上的硅（SOI）金属-氧化物-半导体场效应晶体管（MOSFET）源漏串联电阻

的新结构，其特征在于源漏区的顶层硅比沟道区的顶层硅厚，从而有效降低了源漏串联电阻；同时，源漏区和沟道区的

表面在同一平面上。这种降低全耗尽SOI MOSFET源漏串联电阻的新结构是采用图形化注氧隔离（SIMOX）技术来实现

的。方法之一是通过控制不同区域埋氧的深度使SOI MOSFET源漏区的顶层硅比沟道区的顶层硅厚；方法之二是通过控

制不同区域埋氧的厚度使SOI MOSFET源漏区的顶层硅比沟道区的顶层硅厚。源漏区的顶层硅比沟道区的顶层硅厚30～

100nm，可以有效的降低源漏串联电阻。 
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